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多量子阱中注入载流子的非均匀分布 
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摘要  根据多量子阱中注入载流子的输运机制，计算了多量子阱中注入载流子的非均匀分布.引入不均匀度参量
Asy来衡量载流子分布的不均匀程度，分析了各种敏感因素对载流子非均匀分布的影响.指出注入载流子分布的非
均匀性，随量子阱数、注入电流、量子垒高度的增加而显著增加，随工作温度的升高而减小. 

关键词   半导体器件与技术   多量子阱   注入载流子   非均匀分布    

分类号 TN248.4   

 通讯作者  施炜  gd_sw@163.com    

 

 

 

 

 

 

 
 

 


